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(54)【発明の名称】 有機ＥＬ表示装置

(57)【要約】
【課題】  有機ＥＬ表示装置ではＥＬ素子の劣化により
Ｖ－Ｉ特性が駆動トランジスタのＶds―Ｉds特性の飽和
領域から外れてしまい、双方が交差する領域が小さくな
って６４階調表示も行えない問題点があった。
【解決手段】  本発明では、陽極と陰極との間に発光層
を有するＥＬ素子７と、ＥＬ素子７を駆動する薄膜トラ
ンジスタ６と、薄膜トランジスタ６側に接続された一方
の極性の電源電圧を与える第１の電源１２とＥＬ素子７
側に接続された逆の極性の電源電圧を与える第２の電源
１３とを備え発光層の表示時間の積算値に対応して第２
の電源１３の電源電圧を変動させ、発光層の輝度劣化を
補償し、発光材料が輝度劣化しても階調表示を行える有
機ＥＬ表示装置を実現する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  陽極と陰極との間に発光層を有するＥＬ
素子と、該ＥＬ素子を駆動する薄膜トランジスタと、前
記薄膜トランジスタ側に接続された一方の極性の電源電
圧を与える第１の電源と前記ＥＬ素子側に接続された逆
の極性の電源電圧を与える第２の電源とを備えたアクテ
ィブ型の有機ＥＬ表示装置において、前記発光層の表示
時間の積算値に対応して前記第２の電源の電源電圧を変
動させ、前記発光層の輝度劣化を補償することを特徴と
する有機ＥＬ表示装置。
【請求項２】  前記第２の電源としてＤＣ／ＤＣコンバ
ータを用い、前記ＤＣ／ＤＣコンバータのフィードバッ
ク電圧を前記発光層の表示時間の積算値に対応して変動
させて前記第２の電源の電源電圧を変動させることを特
徴とする請求項１に記載の有機ＥＬ表示装置。
【請求項３】  陽極と陰極との間にＲＧＢ毎に異なる発
光材料を使用した発光層を有するＥＬ素子と、ＲＧＢ毎
の前記ＥＬ素子を駆動する薄膜トランジスタと、ＲＧＢ
毎に前記薄膜トランジスタ側に接続された一方の極性の
電源電圧を与える第１の電源と前記ＥＬ素子側に接続さ
れた逆の極性の電源電圧を与える第２の電源とを備えた
アクティブ型の有機ＥＬ表示装置において、ＲＧＢ毎の
前記発光層の表示時間の積算値に対応してＲＧＢ毎の発
光材料の輝度劣化に応じて前記第２の電源の電源電圧を
変動させ、ＲＧＢ毎の前記発光層の輝度劣化を補償する
ことを特徴とする有機ＥＬ表示装置。
【請求項４】  前記第２の電源としてＲＧＢ毎にＤＣ／
ＤＣコンバータを用い、前記各ＤＣ／ＤＣコンバータの
フィードバック電圧を前記発光層の表示時間の積算値に
対応して前記各第２の電源の電源電圧を変動させること
を特徴とする請求項３に記載の有機ＥＬ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
（ＴＦＴ）を用いてエレクトロルミネッセンス（ＥＬ）
素子を駆動するアクティブ型の有機ＥＬ表示装置、特に
表示時間とともに発生する有機材料の輝度劣化を補償す
るアクティブ型の有機ＥＬ表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】有機ＥＬ素子は、自ら発光するため液晶
表示装置で必要なバックライトが要らず薄型化に最適で
あると共に、視野角にも制限が無いため、次世代の表示
装置としてその実用化が大きく期待されている。
【０００３】このような有機ＥＬ素子を用いた表示装置
において、ＲＧＢの３原色毎に発光層に異なる発光材料
を使用することにより、ＲＧＢ光を各々直接発光する各
画素を独立に形成して必要な光を直接発光させる方法が
効率が最も良い。
【０００４】ところで、有機ＥＬ表示装置の駆動方式と
しては、単純マトリクスのパッシブ型とＴＦＴを使用す
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るアクティブ型の２種類があり、アクティブ型において
は一般に図８に示す回路構成が用いられている。
【０００５】図６は、１画素当たりの回路構成を示して
おり、有機ＥＬ素子３０と、ドレインに表示信号Dataが
印加され、ゲートに印加される選択信号Scanによりオン
オフするスイッチング用の第１のＴＦＴ３１と、ＴＦＴ
３１のオン時に供給される表示信号Dataにより充電さ
れ、ＴＦＴ３１のオフ時には充電電圧Vhを保持するコン
デンサ３２と、ソースが正の駆動電源電圧ＰＶに接続さ
れ、ドレインが有機ＥＬ素子３０の陽極に接続され、有
機ＥＬ素子３０の陰極に負の駆動電源電圧ＣＶに接続さ
れると共に、ゲートにコンデンサ３２からの保持電圧Vh
が供給されることにより有機ＥＬ素子３０を駆動する第
２のＴＦＴ３３とによって構成されている。
【０００６】選択信号Scanは、選択された１水平走査期
間（１Ｈ）中Ｈレベルになり、これによってＴＦＴ３１
がオンすると、表示信号Dataがコンデンサ３２の一端に
供給され、表示信号Dataに応じた電圧Vhがコンデンサ３
２に充電される。この電圧Vhは、ScanがＬレベルになっ
てＴＦＴ３１がオフになっても、１垂直走査（１Ｖ）期
間コンデンサ３２に保持され続ける。そして、この電圧
VhがＴＦＴ３３のゲートに供給されているので、電圧Vh
に応じた輝度でＥＬ素子が発光するように制御される。
【０００７】そこで、このようなアクティブ型のＥＬ表
示装置において、ＲＧＢの３原色毎に発光層に異なる発
光材料を使用することによりカラー表示を実現する従来
構成について、以下説明する。
【０００８】図７は従来構成を示す平面図、図８は図７
におけるＣ－Ｃ線に沿った断面図であり、ＲＧＢの３画
素を示している。
【０００９】図７、８において、５０は表示信号Dataを
供給するドレインライン、５１は電源電圧ＰＶを供給す
る電源ライン、５２は選択信号Scanを供給するゲートラ
インであり、５３が図６の第１のＴＦＴ３１、５４が図
６のコンデンサ３２、５５が図６の第２のＴＦＴ３３、
５６が画素電極を構成するＥＬ素子３０の陽極を表して
いる。陽極５６は平坦化絶縁膜６０上に各画素毎に分離
して形成されており、その上にホール輸送層６１，発光
層６２，電子輸送層６３，陰極６４が順に積層されるこ
とにより、ＥＬ素子が形成されている。そして、陽極５
６から注入されたホールと陰極６４から注入された電子
とが発光層６２の内部で再結合することにより光が放た
れ、この光が図８の矢印で示すように透明な陽極側から
外部へ放射される。また、ホール輸送層６１，発光層６
２，電子輸送層６３は陽極５６とほぼ同様の形状に画素
毎に分離して形成され、発光層６２はＲＧＢ毎に異なる
発光材料を使用することにより、ＲＧＢの各光が各ＥＬ
素子から発光される。陰極６４は、各画素に共通の電圧
を印加するので、各画素にわたって延在している。発光
層６２同士の間は隔壁６８によって仕切られている。
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尚、６５は透明なガラス基板、６６はゲート絶縁膜、６
７は層間絶縁膜である。
【００１０】上述したアクティブ型のＥＬ表示装置で
は、ＴＦＴ３３のゲートに供給されている信号電圧Vhに
応じた輝度でＥＬ素子が発光するように制御されるの
で、各画素毎にＲＧＢの映像信号を印加すると画像が表
示される。
【００１１】図９に示すように、このＥＬ素子は電流駆
動なので、その輝度は駆動トランジスタであるＴＦＴ３
３を流れる電流により決められる。従って、駆動トラン
ジスタのＶds―Ｉds特性の飽和領域内でのＥＬ素子のＶ
－Ｉ特性と交差する領域で６４階調表示を行う。一方、
消費電力の低減の観点から出来るだけ動作電圧を低く設
定することも要求され、出来るだけ駆動トランジスタの
Ｖds―Ｉds特性の飽和領域の低電圧側を用いたい。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、有機Ｅ
Ｌに用いる発光材料は通電をしていると輝度特性が劣化
することが知られている。このために、ＥＬ素子のＶ－
Ｉ特性は初期状態から表示をしている間にＶ－Ｉ特性の
傾きが小さくなり、図９に矢印示すようにＥＬ素子のＶ
－Ｉ特性が駆動トランジスタのＶds―Ｉds特性の飽和領
域から外れてしまう。この結果、ＥＬ素子には発光させ
るのに十分な電流を供給出来ず、また双方が交差する領
域が小さくなるので６４階調表示も行えない問題点を有
していた。
【００１３】また、輝度特性の劣化を見込んでＥＬ素子
のＶ－Ｉ特性が劣化後でにおいても駆動トランジスタの
Ｖds―Ｉds特性の飽和領域と交差するように設計すれ
ば、動作電圧を高くする結果を招き、消費電力が増加す
る問題点もある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明は上記課題を解決
するためになされたものであり、本発明では陽極と陰極
との間に発光層を有するＥＬ素子と、該ＥＬ素子を駆動
する薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタ側に接
続された一方の極性の電源電圧を与える第１の電源と前
記ＥＬ素子側に接続された逆の極性の電源電圧を与える
第２の電源とを備えたアクティブ型の有機ＥＬ表示装置
において、前記発光層の表示時間の積算値に対応して前
記第２の電源の電源電圧を変動させ、前記発光層の輝度
劣化を補償することを特徴とし、発光材料が輝度劣化し
ても階調表示を行える有機ＥＬ表示装置を実現する。
【００１５】また、本発明では第２の電源としてＤＣ／
ＤＣコンバータを用い、前記ＤＣ／ＤＣコンバータのフ
ィードバック電圧を前記発光層の表示時間の積算値に対
応して変動させて前記第２の電源の電源電圧を変動させ
ることを特徴とし、第２の電源の電源電圧を容易に変動
できる有機ＥＬ表示装置を提供する。
【００１６】更に、本発明では陽極と陰極との間にＲＧ
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Ｂ毎に異なる発光材料を使用した発光層を有するＥＬ素
子と、ＲＧＢ毎の前記ＥＬ素子を駆動する薄膜トランジ
スタと、ＲＧＢ毎に前記薄膜トランジスタ側に接続され
た一方の極性の電源電圧を与える第１の電源と前記ＥＬ
素子側に接続された逆の極性の電源電圧を与える第２の
電源とを備えたアクティブ型の有機ＥＬ表示装置におい
て、ＲＧＢ毎の前記発光層の表示時間の積算値に対応し
てＲＧＢ毎の発光材料の輝度劣化に応じて前記第２の電
源の電源電圧を変動させ、ＲＧＢ毎の前記発光層の輝度
劣化を補償することを特徴とし、ＲＧＢ毎の発光材料が
輝度劣化しても階調表示を行える有機ＥＬ表示装置を実
現する。
【００１７】
【発明の実施の形態】図１は本発明の実施形態にかかる
有機ＥＬ表示装置の等価回路図である。
【００１８】行方向に延びる複数のゲート線１が配置さ
れ、これに交差するように列方向に複数のデータ線２及
び駆動線３が配置されている。ゲート線１とデータ線２
とのそれぞれの交点には選択ＴＦＴ４が接続されてい
る。選択ＴＦＴ４は二つのＴＦＴ４ａ、４ｂを直列に接
続したダブルゲート構造であり、選択ＴＦＴ４のそれぞ
れのＴＦＴ４ａ、４ｂのゲートはゲート線１に接続さ
れ、選択ＴＦＴ４ａのドレインがデータ線２に接続され
ている。選択ＴＦＴ４ｂのソースは保持コンデンサ５と
駆動ＴＦＴ６のゲートに接続されている。駆動ＴＦＴ６
のソースは、駆動線３に接続され、ドレインは有機ＥＬ
発光素子７の陽極に接続されている。以上は、従来のＥ
Ｌ表示装置と同様であり、その断面図についても従来と
同様である。
【００１９】有機ＥＬ発光素子７は駆動ＴＦＴ６を介し
て一方の極性となる正の電源電圧を印加する第１の電源
ＰＶと、逆の極性となる負の電源電圧を印加する第２の
電源ＣＶとの間に接続されている。本発明では第１の電
源ＰＶは固定した正の電源電圧を供給し、第２の電源Ｃ
Ｖは変動する負の電源電圧を供給している。
【００２０】ゲート線１は図示しないゲート線ドライバ
に接続され、ゲート線１には、ゲート線ドライバによっ
て順次ゲート信号が印加される。ゲート信号はオンもし
くはオフの２値の信号で、オンの時は正の所定電圧、オ
フの時は0Vとなる。ゲート線ドライバは、複数接続され
るゲート線１のうち、選択された所定のゲート線のゲー
ト信号をオンとする。ゲート信号がオンとなると、その
ゲート線１に接続された全ての選択トランジスタ４のＴ
ＦＴがオンとなり、選択トランジスタ４を介してデータ
線２と駆動トランジスタ６のゲートが接続される。
【００２１】データ線２にはデータ線ドライバ８から表
示する映像に応じて決定されるデータ信号が出力されて
おり、データ信号は駆動トランジスタ６のゲートに入力
されるとともに、保持コンデンサ５に充電される。
【００２２】駆動トランジスタ６は、データ信号の大き
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さに応じた導電率で駆動線３と有機ＥＬ発光素子７とを
接続する。この結果、データ信号に応じた電流が駆動ト
ランジスタ６を介して駆動線３有機ＥＬ発光素子７に供
給され、データ信号に応じた輝度で有機ＥＬ発光素子７
が発光する。
【００２３】保持コンデンサ５は、専用の容量線９もし
くは駆動線３など他の電極との間で静電容量を形成して
おり、一定時間データ信号を蓄積することができる。
【００２４】データ信号は、ゲート線ドライバが他のゲ
ート線１を選択し、そのゲート線１が非選択となって選
択トランジスタ４がオフした後も、保持コンデンサ５に
よって１垂直走査期間の間保持され、その間、駆動トラ
ンジスタ６は前記導電率を保持し、有機ＥＬ発光素子７
はその輝度で発光を続けることができる。
【００２５】本発明では上述した有機ＥＬ表示装置にお
いて、図２に示すように発光層の表示時間の積算値に対
応して第２の電源ＣＶの電源電圧を変動させ、発光層の
輝度劣化を補償することを特徴とする。
【００２６】図２において、１２は正の電源電圧を供給
する第１の電源、１３は負の電源電圧を供給する第２の
電源、１４は有機ＥＬパネルである。
【００２７】第１の電源１２および第２の電源１３はい
ずれもＤＣ／ＤＣコンバータで作られ、第１の電源１２
の正の電源電圧は固定されており、第２の電源１３の負
の電源電圧は変動しており、有機ＥＬパネル１４の第１
の電源ＰＶの端子と第２の電源ＣＶの端子に電源電圧を
供給している。
【００２８】更に、計時カウンタ１３１と表示時間の積
算値による発光層の輝度劣化を補償する第２の電源ＣＶ
の電源電圧の変動値を記憶したメモリ１３２と例えばＣ
ＰＵより成る切換器１３３とを備えている。計時カウン
タ１３１は有機ＥＬの表示時間を表示時間積算用信号と
して例えば、有機ＥＬパネルのフレームパルス（１／６
０秒）を分周して積算する。
【００２９】このフレームパルスは１フレームに一度ハ
イとなる信号であり、有機ＥＬパネル１４の表示を行う
場合に必ず作成される信号の中で最も周期が長い。だか
らフレームパルスをカウントすることは有機ＥＬパネル
１４の表示時間を積算することと等価である。また、フ
レームパルスは最も周期が長いので、計時カウンタ１３
１のビット数を小さくでき、更にフレームパルスを分周
することでさらに小さくできる。
【００３０】この積算時間は切換器１３３に入力され、
積算値による第２の電源ＣＶの電源電圧の変動値データ
をメモリ１３２より読み出して、切換器１３３からＤＣ
／ＤＣコンバータで作られた第２の電源１３に変動値デ
ータを伝えている。
【００３１】なお、切換器１３３はＣＰＵの他に、積算
時間が一定値を越えるとメモリ１３２の読み出しデータ
を切り換えるコンパレータでも実現できる。
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【００３２】図３に本発明の実施形態にかかるＥＬ表示
装置の電源回路の等価回路図を示す。
【００３３】図３に示すように、第２の電源１３として
用いるＤＣ－ＤＣコンバータはインダクタ２２、パルス
幅変調回路２３、ＭＯＳＦＥＴ２４、ダイオード２５、
コンデンサ２６および出力端子２７で構成されている。
直流電源２１からの直流電圧Ｖinがインダクタ２２を介
してＭＯＳＦＥＴ２４のドレインおよびダイオード２５
のアノードに接続され、ダイオード２５のカソードから
コンデンサ２６の一端に出力電圧が出力される。またパ
ルス幅変調回路２３はＭＯＳＦＥＴ２４のゲートに接続
され、ＭＯＳＦＥＴ２４を所定の周期で可変パルス幅で
オンオフしている。
【００３４】次に、ＤＣ－ＤＣコンバータの動作を説明
すると、パルス幅変調回路２３からのパルスがＭＯＳＦ
ＥＴ２４のゲートに印加されると、ＭＯＳＦＥＴ２４は
オン状態となり、ドレイン・ソース間に電流が流れる。
この電流によりインダクタ２２にはエネルギーが蓄えら
れ、次にＭＯＳＦＥＴ２４がオフ状態となったときにイ
ンダクタ２２には逆起電力が発生する。この逆起電力は
直流電源２１の直流電圧に積み上げられ、ダイオード２
５を介してコンデンサ２６に昇圧された出力電圧Ｖout
が充電される。このコンデンサ２６からの出力電圧は出
力端子２７から有機ＥＬパネル１４に供給され、有機Ｅ
Ｌパネル１４を駆動する。
【００３５】本発明では出力端子２７に抵抗Ｒ１と変動
値データによりその抵抗値を切り換えられる電子ボリュ
ームからなる抵抗Ｒ２とが直列に接続され、これらの抵
抗で分圧された検出電圧はパルス幅変調回路２３にフィ
ードバックされている。従って、パルス幅変調回路２３
内にあるコンパレータで基準の三角波とこの検出電圧と
を比較してパルス幅が制御される。すなわち、検出電圧
が大きくなればパルス幅が小さくなり、出力電圧を引き
下げるようにフィードバックされる。逆に、検出電圧が
小さくなればパルス幅が大きくなり、出力電圧を引き上
げるようにフィードバックされる。
【００３６】更に、図４を参照して本発明の具体的動作
を説明する。
【００３７】図４に示すように、この有機ＥＬ発光素子
７は電流駆動なので、その輝度は駆動トランジスタ６を
流れる電流により決められる。従って、初期状態では駆
動トランジスタ６のＶds―Ｉds特性の飽和領域内でのＥ
Ｌ素子のＶ－Ｉ特性と交差する領域で６４階調表示を行
うように設定される。
【００３８】しかし、有機ＥＬ発光素子７のＶ－Ｉ特性
は初期状態から表示をしている間に劣化によりＶ－Ｉ特
性の傾きが小さくなり、図４に矢印示すように有機ＥＬ
発光素子７のＶ－Ｉ特性が駆動トランジスタ６のＶds―
Ｉds特性の飽和領域から外れてしまう。
【００３９】そこで、前述したメモリ１３２に記憶され
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7
た表示時間の積算値による第２の電源ＣＶの電源電圧の
変動値データを読み出して、第２の電源１３として用い
るＤＣ－ＤＣコンバータの抵抗Ｒ２の抵抗値を変動値デ
ータに基づいて小さくする。すると、パルス幅変調回路
２３にフィードバックする検出電圧は小さくなるので、
パルス幅変調回路２３からの出力されるパルス幅は増大
し、出力電圧Ｖoutは増加する。第２の電源１３は負の
電源電圧を供給するので、有機ＥＬ発光素子７の陰極に
印加される負の電源電圧は絶対値が増加する。
【００４０】従って、図４で示すように有機ＥＬ発光素
子７のＶ－Ｉ特性が点線で示す位置にシフトすることに
なる。このシフト後のＶ－Ｉ特性を初期状態のＶ－Ｉ特
性と重なる位置までシフトすれば、有機ＥＬ発光素子７
のＶ－Ｉ特性が駆動トランジスタ６のＶds―Ｉds特性の
飽和領域内で動作することになり、有機ＥＬ発光素子７
の輝度劣化を補償して従来通りの６４階調表示が行え
る。有機ＥＬ発光素子７としてみれば、第２の電源１３
は負の電源電圧を増加させることで、有機ＥＬ発光素子
７に印加される電圧のみを増加させて、輝度を上げる働
きをする。
【００４１】また、第１の電源１２は固定されているの
で、ＲＧＢの映像信号が駆動トランジスタ６のゲートに
供給されても、駆動トランジスタ６のＶds―Ｉds特性は
変わらない。従って、第２の電源１３をシフトしても駆
動トランジスタ６に印加される映像信号は変更しなくて
も画像の表示ができる。
【００４２】前述したメモリ１３２に記憶された表示時
間の積算値による第２の電源ＣＶの電源電圧の変動値デ
ータとしては予め表示時間の積算値と有機ＥＬ発光素子
７の輝度劣化による第２の電源１３の電源電圧のシフト
値とを関連したデータであり、具体的には第２の電源１
３として用いるＤＣ－ＤＣコンバータの抵抗Ｒ２の抵抗
値と関連するデータである。
【００４３】図５に本発明の他の実施形態を説明するブ
ロック図を示す。
【００４４】本図では第２の電源ＣＶを構成するＤＣ／
ＤＣコンバータをＲＧＢ毎の有機ＥＬ発光素子７に個別
に設けることを特徴とする。第１の電源１２は共通に設
けられ、ＲＧＢ毎の有機ＥＬ発光素子７にそれぞれ第２
の電源１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂが設けられ、それぞれに
はＲＧＢ毎の有機ＥＬ発光素子７の表示時間の積算値に
よる第２の電源ＣＶの電源電圧の変動値データをメモリ
１３２より読み出して、切換器１３３からＤＣ／ＤＣコ
ンバータで作られた第２の電源１３Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂ
に変動値データを伝えられる。
【００４５】発光層にＲＧＢ毎に異なる発光材料を用い
た有機ＥＬ発光素子７ではそれぞれＲＧＢ毎に異なる発
光効率、寿命、しきい値を持つので、第２の電源１３
Ｒ、１３Ｇ、１３Ｂでそれぞれの特性を考慮してＤＣ／*
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*ＤＣコンバータの電源電圧の変動を設計すれば、色バラ
ンスを崩さないで全体の画像の輝度調整を行える。
【００４６】
【発明の効果】本発明によれば、発光層の表示時間の積
算値に対応して第２の電源の電源電圧を変動させ、発光
層の輝度劣化を補償するので、第２の電源にのみ電源電
圧を変動する手段を加えればＥＬ素子の輝度劣化を簡単
に補償できる有機ＥＬ表示装置を実現できる。
【００４７】また、本発明では第２の電源としてＤＣ／
ＤＣコンバータを用い、ＤＣ／ＤＣコンバータのフィー
ドバック電圧を発光層の表示時間の積算値に対応して変
動させて第２の電源の電源電圧を変動させるので、抵抗
Ｒ２の抵抗値の変更で極めてきめ細かい輝度劣化に対す
る補償を行える有機ＥＬ表示装置を実現できる。
【００４８】更に、ＲＧＢ毎の発光層の表示時間の積算
値に対応してＲＧＢ毎の発光材料の輝度劣化に応じて第
２の電源の電源電圧を変動させ、ＲＧＢ毎の発光層の輝
度劣化を補償するので、ＲＧＢ毎の発光層の輝度劣化に
対応できる有機ＥＬ表示装置を実現できる。
【００４９】更に、本発明では初期状態での有機ＥＬ発
光素子７のＶ－Ｉ特性をできるだけ駆動トランジスタの
Ｖds―Ｉds特性の飽和領域内で低めの第２の電源の電源
電圧に設定し、積算値に応じてシフトした後のＶ－Ｉ特
性を初期状態のＶ－Ｉ特性と重なる位置にシフトすれ
ば、有機ＥＬ発光素子７のＶ－Ｉ特性がＶds―Ｉds特性
の飽和領域内で確実に動作し、消費電力も低減できる。
【００５０】更に、本発明では第１の電源を固定したま
まで第２の電源電圧を変動させるので、駆動トランジス
タに印加される映像信号は変更しなくても画像の表示が
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の有機ＥＬ表示装置を説明する等価回路
図である。
【図２】本発明の有機ＥＬ表示装置を説明するブロック
図である。
【図３】本発明の有機ＥＬ表示装置の電源回路を説明す
る等価回路図である。
【図４】本発明の有機ＥＬ表示装置の動作を説明する特
性図である。
【図５】本発明の他の有機ＥＬ表示装置を説明するブロ
ック図である。
【図６】従来の有機ＥＬ表示装置を説明する回路図であ
る。
【図７】従来の有機ＥＬ表示装置を説明する上面図であ
る。
【図８】従来の有機ＥＬ表示装置を説明する断面図であ
る。
【図９】従来の有機ＥＬ表示装置を説明する特性図であ
る。
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